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MEMORIADESCRIPTIVA
DE UNA
PATENTE DE INVENCION

Por VEINTE ANCS, a favor de FERRO CORPORATION
con domicilio en, One Erieview Plaza, City of
Cleveland, 8tate of Chio, United States of
America, pors

“POLVO HEVESTIDO CERAMICO Y SU DISPOSI CION
ELECTROSTATICAY

La presente invencidn se refiere a la depo-
sicidn de polvos paré'micos., tal como en el esmale

tado de porcelanay én la gue partfculas vitreas o

feita s¢ deposita sobra un subsirato y luego se fuf
de por calor para formar una capa caramica.

uds particularmente, la invencidn se reflerea la .
deposidilfn electrostftice de dicho pelvo cerdmico, A
mientras se mantiene en un estado seco.

Dupante muchos afios, la frita cerfmica se he apli-

cado & un substPato, o pieze & trabajar, a apartir de
una suspensién acuosa. ’

- BAD ORIGINAL
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En la préctica, la frita vitrea se ha molido en
hiimedo en la presencia de varios aditivos.designados
primeriamente para modificar el comportamiento reo
~18gico de la suspensién.

El control de la reologla de los bafios de esmalte de
porcelena puede ser uno de los problemas méds dificiles
a resolver en la fabricacidn de productos cerémicos
revestidos aceptables. '

Ademds en un pfoceéb niimedo, el utensilio se dsbe
secar en una operacidn separada para eliminar el agua,
antes de la coccibn.

Se ha utilizado la aplicacidn elsctrostdtica de sus-
pensiones o d¢ bafios de esmalte de porcelana himedos.
Este proceso se desarrolida aplicando una carga electros—
tdtica a las gotfculasde la suspensifn. Una nube de
gotfculas cargadas se extiends hacla el utensilio pues—
to a tierra, al cudl son atrafdas dichas gotfculas por

_fenémenos glectrostdticos y en 81 se depositan.

La carga de las gotfculas se disipa inmediatamente
cuando &stas chocan con el utensilio y solamente el ca-
récter reoldgico del baflo es lo que origina que las go-
tfculas permanezcan en su lugar como una pelfcula sobre
el utensilio.En consscuencia,todavia se tienen en esta
forma de deposicidn electrostdtica muchos de los proble-
mas de la aplicacién himeda de bafios cerdmicos.'

Por consiguiente, serfa atrayente una deposicidn en
seco del polvo cerdmico a fin de eliminar 1los problemas
reoldgicos,sl molido en himedo y otras etapas del proce-
so por via himedaconcomitantes, tales como el secado por
separado. Aunque se hg sugsridola utilizacidn Qe_qdqgas
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slectrostaticas para la aplicacidn de pdlvos plésti-
cos, completamente orgénicos, & los substratos, ng -
86 ha probado que esta técnica ses ficilmente trans—
ferible a las particulas con base vitrea, devfdo a -
las diferencias con las caracteristicas eléctricas -
ds los respectivos polvos implicados. Mientras los -
polvos plésticos, competamente orghnlcos, son buenos
sisladores eléctricos, los pdlvos cerdmicos tiene uns
resistividad eléctrica considerablemente mis baja. -
Por otra parte, no existe ningin probleme particular
con la adherencia de las partfculas termoplisticas, -
completamente orgénicas, & un substrato. Los substre-
tos revestfdos con partfculas pldsticas se pueden me-
nipular ficilmente y transportarse mecinicamente & un
horno ein formacldn de capas no adherentes u otras -
perdidas de partfculas plésticas.

Por consigulente, la diferencia principal pera
la deposicidn satisrfactoria de un polvo cerdmico so-
bre un substrato, en contraste con ls deposicidn eleg
trostdtica de unas partfculas ylésst.icaé comple tamen—
te orginices, radica en conseguir uma satisfactoria -
adherencia del polvo cerdmico depositado al substrato
nasta que se pueda reslizar la coccidn. En el caso de
deposicidn electrostftica, este problems sdopta la fop
ma de conseguir 1a retencidn de una cargs eléctrica -
en ¢l polvo, darante un tiempo suficlentemente 1argo.
de modo que el polvo permanezca sobre el substrato rg
vestido, hasta que el substrato se pueda manipular o
procesar, de otro modo, & travds de una operacidn de

coceldn.
Lag partfcula:fs vitreas tlenen, inhercntemente,
una baja resiau\?iﬁadf deif?_cﬁi‘i ca. Unacargs eldcirica -
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se separa fdcilmente de dichas partfculas. Parece ser
evidente, que cualquier cargs Que se pueds retenep tem
poralmente en una pertfculs cerdmica, lo hacs princi-
palmente en la superficie de la particula, lo que no es
té en contradicidn con el principlo de Fsraday. Las pép
didas de cargs se hacen mis patentes por cuelquier uni
dad presente en el aire amblental. La situacidn se hace
inadmis{ble en condiclones de elevada humedad relatfva,
por ejemplo, para une unidad relatfva del 60Z y superior.
Cuando se incremente la unidad relatfva, se cree que la
mayor parte del élcall en el vidrio, tal como los iones
de sodio, se lixivian del vidrio, por la humedad, a la
superficie de las partfculas de polvo. Pusato que 10S -
iones alcalinos, son mdviles disminuye la resistividad
eléctrica de la superficie.

Anteriormente, los substiratos electrostiticamente
revestidos con polvo cerdmico se podrian mover solamen-
te teniendo un gren cuidado, para gque el POlvd NO 86 =
desprendiera parcial ¢ totalmente y se separars del subs
trato. Una técnica recomendada para superar este problg
ma he sf{do moler el polvo cerdmico haste un temafio muy
Iino. La exposicidn razonada era que la adnarencia.maqé
nica de los polvos a un substrato 88 proporcional el ra

75

&6,

98B,

dio de 1a partfculs, mientras que las fuerzes de separg
cidn elaectrostitica son proporcionsles gl cuadrado del
radioc. Por consiguiente, se sostuvo que las partfculas
muy finas se adherirfan mejor. Sin embargo, esta tde ni
¢a no he sidocompletamente satiefactoria, debldo, por
gjemplo, & la dificultad de consegulr el grsde de finue
ra por molido que se eatime necesario. Las sacudldas o
vibraciones ms ligeras puedon dar lugar a la pérdide
de algunos polvos, de modb'que serle Infitil ol wlterior
108, procesc de coccidn de 1la pieza a trabajer. Ademds de

1C0,
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mejorar la retenciln de una cargs electrostftica
an el polvo cerdmico, despuds de la deposicidn
gobre un substrato, un revestimierto de una ro-
sistividad eldctrica relativamente alta en ek
polvo cerdmico, tambien permite la utilizaciln
de una cantided mis pequefla ds dicho revestimiene
to, con el consiguiente ahorro econdmico.

-En un probvlema relsclonado, se utilizen polvos
cerdmicos blancos conrsniendo titania {6xido de
titanio) en ol reve.timlento de artfculos sanitem
rios metdlicos, en cuyo caso el coler bdlenco limplo
e8 eufemfsticemrnis agradable, sl no necesario,paw-
ra ¢l presu to comprador ds dichos artfculvs. Bjemplos
de tales dispositivos sanitarios incluyen las Daflarss
lavabos y otros elsmentos blancos como Irigorificos
y utensillios de cocina. -

La frita revestida de silicone fud previamente
dascartada pars estes apicacldn, porque lz silicona
afecta adversamente a las propledades inherentes de
un ¢emaltec cerfgico de titenia blanco opaco. Normale
menta, se produce una disminueidn ds la reflactancia,
hn incremento del _co_lor' azulado y un aumento o¢n la
incidencla de una astructirs con sbundantes burbujas

que afecta perjudicislmente al aspecto de la supernw

ficle. ]
La sresente 1nvencidn' proporeiona un polvo cargmie
¢ revestido, adsptade para ser slectrostaticamente

- depositado sobre un substrato, que estd constituido

por un polvo cerdmico que tiene en su composicidn

' un organopolisiloxanc que se curs & una forma solida.

vLa invencién tambien Incluye un revestimiento de un

polvo cerdmico, ari¥es de su deposicifn elsctrostdtica
- ¢on un organopolisiloxano curable liquido y polimerie
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' gneidn del polisiloxano en el polvo paras uns forma
851ida.
145, En una forms, ¢l organopclisiloxano curable liquido

tiene la fOrmuls ¢
: {

F |
(1) R, 51 T 0o 51
L P4
en la que R representa subsiituyentes monovalentes que
pueden ser los mismos. o ﬂifer@ntes ¥ que se selecclonen
de entre un grupo constitumo por hidrdgenc, alkile o
180, cicloalkilo de hasta seis &tomos de carbono, alkenilo o
cloloalkelino de hesta seis dtomos do carbono, glkoxilo
6e hastacuatro Stomos de carbono y arilo o aralkilo de
hesta 10 £tomos de carbonoe By .o R 0 hidroxilo y B es
un nfimero entero suficientemsnte bajo pars proporclonar
158, un estado 1fonido a las temperatures del ambiente es da-
cir, comprendidas dentro de un margen aproximado de GH52F
a 8ber,

¥l polisiloxano ifquido, curable, recubre el polvo
cerémico ¥ luego ss cura s una forma s8lida. La polimeri-

180, zacidn se puede realizar s la temperaturs de la sala de
la experiencia o a tempersturas elevadas, ¢ ¢on un catall-
t zador, 0 con una combinscidn de slevadas temperaturas y

.. catallizadore. Se ntllize vastante polislloxano para que,
despuds del curado a une forms sflida, el polvo cerdmico
165, contenga de 0,028 a 2% aproximsdamente en peso, G¢ polie
silaxanc.
En la préctica preferente, el polisiloxano =g monO-
sustituye dejando un nimero importente de sustituyentes -
R como hidrdgeno.
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Durante la polimerizacién o curedo, el polisiloxano,

reacciona

@& través de los enlaces de hidrdgeno con las
superficies del polve cerdmico ¥ lisa quimlcamente liga
el polisiloxano curado a las partfonlas del polvo, al
mismo tiempo que se libera hidrdgeno como gas.

A continuacidn, el polvo cerdmico revestido de ppli-
siloxano se pusde depositar clectrostiticamente, por
medios normales, sobre un substrio. La carga slectrostd~
tica se retiene, debido a wz elevada resistividad eleo-
trica sobre el polvo cerdmico de 1022 onpm, como valor
mfninmo, E1 substrato necesita no menipularse posterior—
mente sin el debido culdado, pudifndose tratar convencio-
nalmente por eocciln para fundir el polvo cerdmico en una
capa cerémica. '

En una forme prictica de la presente invencidn, un
polvo cerdmico ze recubre con un organosiloxano 1fquido
curable despuds de lo cufl, ol polisiloxano se pplimeriza
en el polvo para uns forma sdlida. El polvo cerdmice re-
vestido o frite se deposite, luege, elecirostfiticamente
sobre un snbstreto de una pleza a travejar, tal como un
utensilio metdlico convencionel ¥ §sta se somete & cocCi-
én para fundir el polvo cerfuico y former uns capa recie
bridora gerdmica,

~ Conmsiderando estos aspectos de la invencidn con. inayor
detalle, la composicily del polve cerdmico nc es crftica.
Se puede emplear cualquier composicifn vitrea gonocida
anteriormente utilizada, por ajemplo, para fanricar frita.-

Se emplea [recuentemente un vidrio con btese de sfiice y

esto facilite la interreaccidn quimica entrs las particu~
las vitreas ¥ el polisiloxano, tal como se descrite mis
adglante, aunque §sto no ses necesarso para la materiali-
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zacidn prictica de la inveneidn y se puede obtener
una interreaceidn guimica entre el vidrio y el poli-
siloxano, aungue el vidrio no tengs una base silicee.

EX polvo cerfmico tamblén se puede pigmentar se se
desea. 5S¢ puede smplesr cualquiera de los pigmsntnsr
refractarios usnales, tales como diSxido de titanio
rara un color blanco las espinelss pare 10s colores
azul, negro, pardo o verds, sulfuro d¢ cadmio para el
color smmrille y sulfossleniuros de cadmio para los Co=
lores rojo y neranje. La presente inveneiln resulis espe-
cislmente venisjose cuendo se utiliza con polves cerémi-
€oZ blanoss, tal como se describe mfs adelante. Bl toma-
o de las partfeules del polvo esrdmico no es crftico,
aunque Ge2¢ablemsnte €1 polvo s¢ muela & um tamafio ade
cuado para le deposicidn electrostftica, por ejemplo,
suficicntemente fino para paser @ través del tamiz stene
dard 326 U.S. Stendard Sleve; pero mis frocuentemente para
que pese al menos un 857 a través del temiz etandard de
200 mallas US.

Los polisiloxsnos empleados en la invencldn son aque-
llos que son curables s un estado s6lido. Los polisilo-
¥anos estdn constituidos por cadenas lineales gue tienen
alternadaménte &tomos de oxfgeno y de silicio y en la
enfl, los ftomos de silicio llevan radicales snstituyéne
tes monovalentss, normelmente ergfinicos. El orgarosiloxe=
ne curabls particulsr utilizado no es oritico y puede ser
cualquisra delos conocides en la industrigs., Tembifn son
conocidas en la correspondiente sector los mftodos ¥

técnicas para preperar estos polisiloxanos. Los polisilo-
xan0s. preferentes tiles en la préctlca ds la invencidn,



tienen la formula g ¢ ] .
{ { 0 5i Rl

?
0) h [ N
R f
en la que B represente subsbliuyentes monovalentes
que pueden ser los mismos odiferentes ¥ que se sele-
ccionan del grupo corstituido por hidrdgenc, alquilos

25, de heste 6 ftemos de corbono telss coms metilo,etilo
propilo, butile, ete; cicloslquilos de hasta 6 dtomos
de cerbono, tales come clclopropilo, clelchexilo sics
algazenilos de haste € Atomos de cartono, tales como

~ vinflo, 8lilgo, ete cicloaslguenilos de hasbta & dtomos

240, de carbono, tales como ciclohexsnlle, eilc, alkoxilos de
hasta 4 dtomos de carbono talas como mebioxlm, SHORim,
etc; erilos de hasta 10 Stomos de carbony, tales como
fenilo, tolilo, x11llo, naltilo, ebcy aralkilos de
hasta 10 dtomos de carbomo, tales como Danzilo, feniw

245, letllo etc; Ry reprosenta & R ¢ hidroxile y g es un
nimero entero suficiemtemente bajo pare proporcionar
el esiado 1fquido.

Normxlwente, @ es un nitrera entero dentro del margen
de 5 g 50 para producir la forms 1fquids,

250 Los substituyentes se conectan & los &tomos de sili~
clo mediante enlaces carbono-siliclo, salvo, POr Supbe
o8t0, an ek caso del hidrdgeno que tenga un enlece
gilicio-hidrdgenc. Los orgenopolisiioxanos $fpicos

| incluyen: polisiloxano de mebtifio e hidrdgeno, polisi-

265, loxano de dimetilo, polisiloxens de metilo ¥ aiild,
polisiloxenc 48 metilo ¥y fenilo, polisiloxano de metilo
¥ bengilo ¥ otros sjmilares. Los pollsiloxanos deseables
son 1os monosustituides ¥ 81 polisilosano preferido es
el polisiloxano de me*aiia é hidrdgeno. Todos los poli-
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siloxanos enteriormente indicados curan dando un
revestimiento resinoso, s8lido y seco, que tiene
pusnas propiedades hidrofdvieas. Pare le finalided
indicada, los polisiloxenos se han enconiradoc supew-
riocres a 1los compuestos nopoliméricos que contienen
siliclo.

Puesfo que el polisiloxano es liguido se prefiere
atilizerde on esta forma, sdn tener que afiadir ningin
disolvente o 1fguido dispersor. No obstente, se pueden
utilizer disolventes tales como la acetons O bencéno
o 1fquidos dispersantes no-acucsos, 81 sg desea, en el
caso de polisiloxencs lfquidos de peso molecular rela-
tivamente alto, en comparacidn, por ejemplo, con el
polisiloxanc de metilo e hidrdgeno. La extensidn de la
dilucién depende de les propledades supsrficiales, Tel
como se indied, se preflere utilizar el siloxano como
un 1fquido prepolfmero, atnque st se desea , se puede
emplear el mondmero. .

El polvo cerdmico y el polisiloxano se¢ pueden meze
clar por cuslquier medio conveniente, tal como dando
vualtes al conjunto de los dos componentes. Be hecho
es preferible mezclar el polisiloxanc con el polve
cerdmico, mientras se sstd molisndo para un temafio de
partfculs deseado. No obstante, también es posidle
mezelar €1 polosiloxane 1{guido con la frite cerdmicas
sntes del molido e incluso mis tarde, despnes de gue
se haya terminado la operacidn del molido. No todo el
polve cerdmice precisa ser rovestido necesariamente,
Bagtante polisiloxano se utiliza ordinariamente de mo-
do, gue después del curudc de este material, las pare
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ticulas cerdmicas revestidas contengan de un ©,02%
8 un 2% en peso, aproximadamente, del polisiloxenc,

Despuls de qus el siloxeno haya revestido sl pole
vo cerdmico, &l siloxano se pusde polimeximar a wn
satado sflido, de ura menera conveniemte. La polie
merizacidn se puede reslizar s las temperaturas del
lugar de trabejo. No se necesite afiadir ningin cate-
lizsdor, pues la humednd en el aire (el amblente puede
iniciar la reaccifn. 4

3in embargo esto pusde llever demasiado tiempo ¥
parascelsrar la reaccidn, se pueden utilizar elevadas
temperaturss la edicidn de un catalizedor, o ambas
cosas, Las temperaturas de curado oscilan desde 12090
a 3002 C aproximadamenie, actuandodurante un periodo
de 1 & 20 minutos. Normalmente estf presente un cata-
lizador en la proporcidn de 0,1 parte a 3 partes de
catalizador por 10 parites en pese de polisiloxanc.
Catalizadores utilizsbles eon el octoato de cine, oo~
tosto de hierPo, dilaurato de dibutilo y estaflo, oo~
toato estannoszo y otros compuestos simllares.

Una modificaclidn preferents de la presemte inven—
oidn consiete en hacer resceionsr guimicamente el po-
1isiloxane con el polvo cerdmico. Convenientemente,
osbo se renlliza al mlsmo tigupo Que el polisiloxano
experiments la polimerizacidm a uoe forma ollide. Pars
facilitar la reaccifn quimice, le superficie del polvo
cerdmico tiene preferiblemente radicales reactivos con
8l siloxano, tales como Stomos de hidrdgeno en el po-
1isiloxano. Puesto que normelmente estén presentesen
las superficles del vidrio pelfcula de humedad y ya que,
como se recorderd, 1a presente invencidn se adapta
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gspacislments para su aso en smbientes de sievads
humedad, existe un ampllo suministro de Immedad que
origine la presencia de grupos hidroxilo en las suw
perficies de las particules de vidrio del polvo Qew
rémico. En el caso de vidrios con bess de sflice,
gesbo puede tomar la forma de radicales reactives
~3i-0H. Sin ambargo, auaque el vidrie no teugé tna
vase silicea, s& pueden formar radicales resctivos
que 10 sean respeclio al polislloxang.

En una foraa preferente ds la invencifn, el polie
siloxano tiene dtomos de hidrdgeno peactives. Por lo
tanto, se preflsren los polisiloxencs womosastitufdos,
aunque no 1la totalidad de la mitad de la cadene del
polisilodano polimérico sne precisa que tengn Atomos
ds hidrdgeno. Por ojemplo, suficiente éeacciﬁh qui-
mica tieme lugar con el polvo cerdmico si aproxime-
damente una mitad del polisiloxano mcnosustitéfﬁc
tiene Atomos ds hidrdgeno, e decir, sl sproximadg~-
mente ung cusrta parte de 108 posibles lugares fde
substitucidn del polisilozeno tienen hidrdgenc. fne
tre 108 polisiloxanos monosustitufdos, el sustitu-
yante preferido es algquilo inferior a travds de Ca
y sspacialuente mstilo. En un polisiloxano proeferen-
18, sproximedamente uma mited de los substltuyentes
de R(Pérmula 1) es niarSgeno ¥ la otre sitad e mow
tilo,

Durant® la reacciln qufmica, los d%omos de hldrd-
geno reactivos del polisiloxano se hacen quimicamsn—
te ligables directamente con la superficie vitrea
dal polvo ccrimice. Por ajemplo, en 2l easo de un



- BrUpe hidroxilo en la supepflicle de un vidric con
vase de sflice, el gas nidrdgenc se desprende del
hidrdgeno del polisiloxamo y el hldrdgeno del gro~
po hidroxillo, dejando un redicsl de enlsce gulmie

365, | 00 «3Im0w53- ontre los Stomos de siliclo del polie

siloxsno es suto-ndherente al polve csrdmico y no

se precise ningin ligante pars ests fin.

4 La invencidn no radica en ningin medio particu-

' lar de deposicifn electrostitica. Se puedsn ubili~

360, zar las pistolas sléctricas, las condiclones de ten-

" 81én v ds corriente y las técnices afines conocldas
en este dubito, pare realizar la deposicidn slec-
trostdtica dispersa el polvo cerdmico revestido
cargado como una nubs ds particulas qus se dirigen,

365, en virtud de su carga y de la presidn del aire de
salida de la plstola pulverizsdora, hacla un subp-
trato puesto & tierra. £l subsirato de une pleza
a trabejsr sobre la que la deposicidn tenga lugar
gc.conveniente que sea olectroconductor, tal como

370. un substrato metflico puesto a tierra como un panel
de acero. Fero .el substralo no preclss ser slectro- -
conductor. For ajémplé. una placa alsctroconductora
pussta a tierra se puede colocar deirds de un subs~
trato no-alectroconductor, & fin de atreer & las

375, pertfculas cerdmicas cargedas hacls y sobre tal
substrato. O ung pantalla electroconductora{que
pusde ser una pantalla estarcida) se puede colocar
ante un substrato no-slectiroconductor, pars atraer
y dirigir a las pertfculas cerdmicas cargadss a

380, través de la pantalla y sobre el substrato. Des-
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puds de que el substrato Se haya revestide con polve
cerdmico, se some%e a coccidn por 1os Procesos Cofe
vencionales conccidos pare fundir les partfculas ce~
rémlces y progucir una caps. Las pertes orginices del
polisilexano se eliminen por combustiln durante la
cocelbn.

Los siguientes ejomplos solamente tienen por Ob-
Jjeto ilustrar 1a invenciSn y no dsben considersrse en
el sentido d¢ imponer limitaciones 8 las reivindica-
ciones. La® partes y los porcenfajes son en peso, a
no cer que se indique de otro 20€0.

EJEMPLO 1
Ejemplo de trabejo.
Se utilizd frita de ezmelte de porcelans temiendo
este composieldn genorals

Ingradiente. Porcentajes
5805 L0456
8203 168-20
Nago 811
xgo 58
LZEO Qel=2
T102 16=~21
Fo 1-3
PEOS 0.5—3
dgC 0y5=1
nd Ceml 4

Una cantidad de 1000 gramos de esta frite y b gre-
mos de un polisiloxsno curavle 1fguido, se colocandn

en un molino de bolas y se molierdn en seco durante
aproXe 4,56 horas, pera reduclr las particulags de la



415,

420,

436,

frita hasta que pasaron todas por un temiz de TO mas
llas, pero el 4 se retuvo en un tamiz de 200 mallas
{tamatios de tamiz stendard USA). E1 polisiloxano 1{-
quidoe se podfa afiadir a is frita, bien cursnte le ope-
racidn de molido o Dien, después de la misma.

El polisiloxano ubtilizado estaba constitnide prine
oipalmente por polisiloxano de metile y de hidrogénoe .
en ¢l que los radicales R de 1a Férmmla 1 son casi por
ignal metilo e hidrogéno. Las propiedates tfpices de
oste polisiloxano sons

Viscosldad a 778F 30

% de hidrégéno 1,65
Peso gspecifico a 779F 1,0
Indice de refraccidn 1,5962

Porcentaje de silicona 100
- Temperatura de inflamable

110ad, copa sbicrta, 9F 250

Indice de acidez menor de 0,02

Color golor bLlanco como 81 aguf.
Les partfoulas de la frita revestida se sometiercn a
una coccidn aproximadamente 2002C durante unos 10 minte |
{08, con 1o que se polimerizd el polisiloxanc & uns
forma 881ida. EL polisiloxeno reprasentabs 8prox. el
0,5 % on peso de las partfcules calentsdas, segin se
datermind por las téonicas de andlisis del carbono
ghandard.

 En §ste y en los signisntes ejemplos, le resisti-

vidad de los polvos cerdmigos se determind de la signi-
ento manera. Aproximadameute § gramos del polwo se
colocaron en una metriz de 1,25 pulgades y se presiona-
ron bajo una presiSn de. 16,000 psi, en la forma de
discos, Estos discos s;e"aoiocarmi-,, 1uego, en 4 vasos
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470,

da btamafio de onza, contaniendo cada uno de ellos -
une solucidn selscoionads e partir de las Tablas
¢riticas Intornsclonales, para proporcionap un
nivel predeterminado de humeded relatlva, @n el
especio por enclma de la solucifn. Los discos de
polve cerdmico no se pusieron en contacto con las
solucionss, 3inoe que se expusieron a2 la humeded
relativa producida por las miswss en 1os recipien~
tes, LoS discos de phlvo cerdinico se dejaron enm 1os
rscipientes de humedad relativa controlada, durente
20 = 5 hores,después de transcurrido dicho tlempo se
retirsion ¥ se midid sus resistividades, despuls de
3 mimntos desde su seperaciln.

Las madlidas de la resistividad se reslizeron uti-
llzando un dispositive de pruebe con platinas de 3,1
e de Area, bajo unes condicicnes de leboratoric de
71 =~ 39F ¥ 40 = 208 de humeded relativa. Un potencial
de corriente contime de 300 voliies, se aplied a
través del disco y se midid le corrlente resultente.

Se epled un tiempo de electrificecidn de 2 minuw
108, El polvo cerdmico obtenido en este sjemplo,tenia
los slguientes valores de la resistivideds

Expoaicidn durente eproximadsmente 20 horas-a
humedades relativas de 3

Hasistiv%ﬂaﬂ 863 " 7% ___@ 95%
- 18X 107 8,6 X 10™ 4 43 10%5 5,3 x 10%
El polvo cerdmico de este gjemplo se extendid
alectrostdticamente utilizando una pistola pulverizado-
ra, accloneds & 80 kilovoltios, sobre un panek de 6
pulgados: X 6 pulgadas de acero descariurado para mn
peso dé B”gras;ﬂso De ésta forma, el revestimisnto
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rasultante soport$ las sacudidas del panel sin dose
prenderse. A continuacién, el panel se calentd & 135
P durante 3,5 mimitos pars fundir el polve y formar
una ospa cordmica. No se encontraron preblemes en la
aplicacién del polvo, su adhereucis al papel, 1z ma~
nipulacién del panel pulverizado, le cochura o en las
propiedades de 1a capa cerdmice finsl, tales como
aspecto de la supsrricie, ligazdn {(adhersncis),duras-
b111dad quimics, reflectancia o color,
HERLO 2

Este ejemplo ilustra los resultados inferiores
obtenidos cnando se omite ¢l ravestimiento superficial
de 18 presente invencidn. La frita del Ejemplo 1 se
molid en eeco de la misme manern que se expulic en di-
cho ejemplo, con la excepoifn de que no se utiiizd
ningin polisiloxenc. Bespuds del molido,sl polvo corde
mico pas§ a través de un tamiz de 70 melles standerd
US, pero se retuvo el 0,5 ¢ on uno ds 200 mllas. La
ragistividad del polvo se determind como en ¢l sjemplo
1. L& resistivided del polvo inmediatamente después de
extraerse del molino era de 1,0 X 10  ohm-0m, Dero
despuds de une exposioiln de 20 horass a diversos nive-
les de humedsd relativa, las muestras del polvo dle-
ron los sigulentes resnltadosg

aesisuvmaa(wxmm) 8.,0 TS E%%fgf %-—g;iﬁﬁs
Este polvo se estendid bajo condiciones de sequedad
(14% ds numedad relativa) con una pistola pulverizadora
electrogtitica GEMA Modelo 720, acclonade a 70 Kilovole
1108, Gbre un panel de Bcero, Se comprobs que era
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imposible aplicar un completo sspesor de pelvo coré-
mico sin defectos, La adherencia del polvqwg“panel
era muy deficiente y solamente se precie;@ unas lige=
ras sacudidas pera desprenderie,
Este ejemplo ¥y el siguients, ilustran la mejora
obtenida en la resistivided cuando el polvo revestido
con polisiloxano se somete & tratemiento térmico dese
pués de 1la operacifnm del revestimiento, La frita del
Ejomplo 1 se molid hasta que el polvo resultante pe=
sara por un tamiz standard US de 70 mellas ¥ se retu-
viera el 15 % del polvo en un tamiz de 200 mallas,
Aproximadamente 100 gramos del pelve molido se eoloc
an veso de suarto de galdn, junto con Q0628 gramos
de un polisiloxano lfguido,
Los dos componentes ss mezclaron jxm'oos,‘ agitando el
reciplente cerradc en una sacudidors de pintura,duran-
te 30 minutos. No se utilizd ningin catellzador o ace-
lerador de reacciones., La mitad del polvo, adl prepe-
redo, se sometio & tratamiento térmico a 200 9C durane
te 10 minutos y la mitad restants no tuvo ningfn nlte-
rior tratamiento. Ambas Porciones de polvo eran de una
gran fluldez. Las dos porcionss tenfan los siguientes
datos de resistividads

P s

Resistividad ,
Exposiclén de 20 horas a tel como szlen 7Después de trate

- HUMEDADES relativas de; de la mezcla miento térmicos

9 % 75 % 100 1,5X 101

88 % 1.2 X 10 6,2 X 10

95 % 1,3 x 1011 2,7 x 1012
. EEWLO &

UB2 composicidn de frita del Ejemplo 1 se molid

con un 0,0625 ¢ en peso de la frita del mismo polisie



“* - joxsno 1fquide del Ejemplo 1, Gurante 4,25 horas.
Durante las fitims 0,25 horas de molido, 0,002 %
en peso de la friia ds mn acglerador ds reacciones
se afiadid, constituido por un aminosilanc bEsico,
M. aunque esta adicidn no es esencial. Bl molino se
oargd v descargd bajo uns humedad relatliva del 35 %
El polvo resultante pasd un tamiz de 200 mellas. La
mited del polvo se traté térmicamente como en el sjem-
plo 3 y la otra mitadg no. Las dos porciones tenfan los
siguientes datos de  resistividad :

Rasistividad {ohm~am)

Espoaicién de 20 horas a Tal como salan Daapaée 8l Trata-
hupedades relativas de + del

Ningune exposicifn 1% 101 1;3 x 1018
™2 14

88 3,5 x 104% 1.8 x 1014
25 % "~ 2,3 x 1030 4,9 x 1010

BIEMPLO _ §

BEste y los dos sigulentes e.jamplos. ilnstran la sue
parioriaad de los resultados al utilizar un polisiloxa~
no de le presente invencidn, en comparaaion con 108 Ob-

$enidos utilizando otros materizles ne-punméricos,con-—
sillcon& .

teniendo i . v .
Se llevé' & cebo un prccedimier*to come el Gel Ejem-

P10 4.4 cOn la axcepeldn de uge en lugar del polisilow
xan0 ‘se utilizd una cantidad mucho mayor, 0,5 % de
difenileilanodisl . '
El polve resultante pasé un tamiz standard US de 70 |
mallas pero el & % se retuvo en uno de 200 mallas. EL
Polvo que no fué tratado térmicamente tenfa las sigui-
entes resistividades s ,

Ehf;poaicién de 156 horas a bumedades
vas de 3

Res{stividad 12
3.6 x 133 4,4 x 10 2.3 X 1%1

R
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565,
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Al comparar la resistividad, con datos numéricos,
de 1los ejemplos 4 y 5, resulta evidente que el po
1isiloxano de la presente invencién produjo un pol
vo (tanto segin sale del molfno como después de tra
tado térmicamente) que tiene resistividades sighii;
cat{vamente mfs elevadas a altas humedades, sunque
el polisiloxano se utilizé a solamente 1/8 de la cqg
centracidn del difenilsilanodidl. Por consiguiente, -
como una ventaja, 6l polisilixano es mucho mis econd
mLco en su uso por cuanto que se necesfta menos para
proteger al polve cerdmico del efecto de degradacién
que el vapor de agua atmosférico tiene sobre la resis
tividad de los polvos electrostdticos. Los datos de .-
la resistividad del Epjemplo 4 indican que el 0,0625%
del polisiloxano produce polvos de igual o mayor re-
sistivided dé 1x101% ohm-cm, & humedades relatfvas de
aprox. 90%. Por consraste, si se dibujan en wna gré-
fica los datos del Ejemplo 5, para hos polves re&esﬁi
dos con difenilsilanodiol, dicha gréfica muestre resig
tividades por debajo de 1 x 101% ohm-cm, cuendo 1la hy
medad relat{va supera sl 70%. De aeste modé bajo condi
clones de humedad frecuentemente encontradas en las
plantas, especlalmente durante los meses de verano; -
los polvos con revestimiento de polisiloxano asctden -
satisfactoriamente mientras que no ocurre lo mismo con
10s que utilizan difenilsilanodiol. |
EJEMPLO 6

Una ventaja adicional de 108 polisiloxanos, en
comparac16n con los materiales no»poliméricos, conte~
niendo silicona, se puede demostrar con la mejora de
la reflectancia obtenfda con superiores cocfdas de los
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primeros,
Una parte del polvo del Ejemplo 5 se extendid-

electrostdaticamente con una pulverizadors GEMA mode-—
1o 720, sobre paneles de acero de 6 x 8 pulgadas, que
se hablan revest{do convencionadmente y sometfdos a co
chura con una ''capa molfda", de 4 milésimas de pulgada
de espesor, aunque el empleo de una capa molfde no -
sea necesario. Un peso total de polvo de 12 gramos —
se aplicd sobre los mismos. LosS paneles revestidos se
calentaron a 13602 F durante 4 minubos, Le reflectan—
cis media de tres pamneles as{ preparados, fué de 75,3
%; med{da con un reflectémetro Gardner Modelo XL-10.
Usa parte de cada uno de los polvos, “segin sa~
len del molfno" y “termotratados", del ejemplo 4 se
pulverizeron similarmente y se cocleran., Las reflec-
tancias en aste caso fueron del 78,0 & para el polvo
"tal como sale del molino“'y del 77;3*% para el polvo
termotratado. Estas reflectancias significat{vamente
mds elevadas se hicieron posfbles, al menoB en parte,
debfdo a las superiores propiedades del revestimiento

de polisiloxano, que con #0lo el 1/8 ds la cantidad -

necesaria de difenilsilanodiol hizo posible ajcanzar
los mencionados valdres.
EJEMPLO 7

Este eJemplo tambien iulstra las ventsjas de un
polisiloxano sobre un material silicdénico ne-poliméri
co, como el difenilsilanodiol. En este ejemplo se uti
lizaron dos fritas, La frite A era de la composicién
dada en el ejemplo 1. La frita B era una capa molida
blanda, fécilmente lixiviable, propiedades éstas que
hacen normalmente muy dificil la aplicacidn de este
material por medios e;eetroatépicos.
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Frita B

Oxido % _en peso
5105 26-31
BoOg 19-24
Nag0 1417
K0 1-3
LiZ0 1-3

F : 1-3
Pg0g Q¢b~2
Zn0 : 284
Cald 912
Ba0 3-5
Al-0q p !
2rdg 1-3
Cogls 045~1,5
NiO 1-2,5
N0y, 0425=145
Cal : 0eB~2

Se prepargron dos moliendas'de la Frita A. En una
se afladié el 0,50 de polisiloxano de metilo y de hidrd
geno del Ejemplo i, mientras que en la otra se afadid
0,5% de difenilsidanodiol. Anilogamente, se estableclg
ron dos moliendas pera la Frita B, una con un 0,5% de
polisiloxano de metilo y de hidrdgeno y la otra con um
0,55 de difenilsilanodiol. Cada molinc actud dubante ~
4 horas, Cada polvo resultente pasé por un tamiz stene
dard US de 70 mellas, pero el 2 al 8 % sa reuvo en un
bamlz de 200 mallas. Las rasistividades de estos cus-
tro lotss de polvo, después de la exposicidén a altos
niveles de humadad relat{va y tras las prusbas ente-
riormegﬁe descritas, fuerons
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DR A T

RGSIStIV dad (ohmecm) des néi de 15 = 30 horas &
osicion a humedades relotivas de

Frite _ Revestimiento 665 78k 95
A Difenilsilanodlol 4,3x10%% 2,3x1011 3,10x107
B Difenilsilancaiol 1,8x10% 1,3x108 1,4x107

A Polisiloxano ge
metilo e hidrggen01,3x1015 5,0x1014 1,3x10%3

B Polisiloxan
tilo e hidrggeno 1,6x1014 4,8¢101% 1,1x10°

Los datos indican claramente que el pollsildxano
es superior al silanodiol en losque respecte al mante
nimiento de la resistividad eldctrica Ge los polvos
cerdmicos revestfdos. Porque es mucho mejor & eslte reg
pecto, €l polisiloxaeno se puede utllizar en menores -
cantidades que el sllencdiol y todavia protege adecua—
damente a la frigas de los efectos dsgradantes del ve—
por de agua atmosférico. Se ha encontrado que una cap
tidad ten peguefla como &1 0,1 ¥ en peso de pdlisiloxa-
no‘de metilo e hidrdgeno es adscuada para su uso, espg
cialmente con esmaltes de titania (6xido de titanio).

EJEMPLO 8 *

Se ha encontrado que se pueden conseguir resisti
vidades ain mis elevadas con el polisiloxano, si el ~
polvo cerdmico revest{do con dicho material se somete
a un tratamiento térmico, después de que se aplique sl
revestimiento. Este procedimiento adicional facilita -
aparentemente un curado més compacto y la acdherencia -
del polfmetro de polisfloxeno & la superficie del pol-
vo cerdmico, Como una ilustracién, & los polvos cerdml
cos del Yjemplo 7, que tienen un revestimiento de poll

siloxano, se les sometid & un tratamiento térmico & ~
2000 C de 10 minutos de durecidn. Después de este tra
temiento térmico a 2009 C las resistividades eldetri-
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cas fueron las slgulentes;

Registividad eléctrica (ohm~-cm) después de la e Eos;.
cion durante de 18 a 21 horss & humedades relativas de:
Frita _Revestimiento  _66% 79L 958 .

A 06?% ?% gggo gg me '
silo )
Wice nidr'ogeno. =1,8.1035 8,6.10% 5,3x1014
B 55 en peso de '
1silexan da mag
lo @ nidrgﬂeno. z:.’3,5.1014 2.3.1013 6,6:108
EJEMPLO 9

Los polvos ceramicos (tiles en la presente inven

cifn incluyen no solamente los polvos totalmente vi-
treos sino tambien aguellos que son al menos parcial-
mente cristalinos.

Cogo una ilustracidn,ia frita ¢ de la composicién
citada a‘continuacién. se aplicd electrostdticamenta,
despuds de haberse mol{do en un molino de holas con -
un 0,125% del polisiloxsno 1fquido del Ejemplo 1. Es-
ta frita es semicristalina en estado natural y se hace
més cristalina durante la coccidn. Se utiliza como un
revestimiento poroso en hornos caseros del tipo de"lim
pleza cont{nua’.

Frita C
Oxido en pas

Bo0g » 1,0 a 5;0

Ca0 Os1 & 2,0

Kg0 5,0 & 7,0

Liz0 0,758 2,0

MnOp 25,0 a 35,0

Nag0 1,5 & 3,0 P
P-0g 0,2 a 1,0

b0y 7,2 8 11,2

si0z. 28,5 & 35,5

no 3,0 a 4,7
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Después de moler la frita y el polisiloxsno Jun
tos, el polvo pasd una crive standard US de 70 mallas,
mientras que un 0,27, 8¢ retuvo en un tamiz de 200 mg
1188, Este polvo 8¢ extendld electrostétlcamente con
una pistola pulverizadors electrostétice Nordson Hode
1o NPE-1A, sobre chapas de acers que se habfan previg
mente revest{do con una chapa base o de imprimacidn -
conocfde y luego se somebid a coccibn en una meners
convencional, E1 polvo se extendil muy bien y presen
td una buena adherencia al substrato., Después de una
coceldn a 1.500 #F durante 4 minutos, el revestimien
to adquit{é el nivecl preciso de poroﬂidad’ ¥ se probd
¥ encontrd que tenfa una eficaz superficie de limpig
ge para 1los sueles de hornos tfpicos.
B30 Aparte de los substratos de acero o hisrro.tap
bidn se pueden utilizar otros subsiratos. Couwo una
ilustrecifn, dos esmeltes tfpicos.utilizades sobre
aluminio, fueron

Oxido : Frita D «% Fpita E -%

AL 05 Os1 & 240 e o
B0 12,2 & 16,8 0,8 & 8,7

o, 25 84,7 = 2,28 44

PO 68 a 66 -
8105 4 a7 37,3 a 44,4

2 16 a 19 D
Zrogp 0,2 & 1,5 e ———
Bad - - - 0y5 a 3,8

caod - - 0,9 & 2,2

Ko0 .- 10,7 & 14,4

Ligo e - 2,6 & 5,8
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NagD —————- 11,8 a 16,0

P05 - 043 & 1,9
T40g ————— 16,2 @ 18,2
8109 - 2,0 a 4l '

Estas fritas se cargaron en 1¢s molinos cmn un
0,125 % del polisiloxano del Ejemplo 1 ¥y se molieron
durante 5 horas. Despuds de este tiempo, une treza -~
(= 0,14} de los polvos era mis gruess que el paso 4¢

-un tamiz stendard US de 320 mallas. Como antes. las

resistividades de polvos resultantes se midieron uti
lizando las técnlcas del Ejemplo 1. Los discos s¢ -

construyeron y probaron inmedlatamente después de la
operacidn de molfde y con una humeded relat{va entre

gl 30% y el . g
» Y . 40% Resistividad (ohm-cm) tal

Frita Revestimiento como_sele del molgno.

D .125,% de golisilo-n
o de metilo e hi 15
drogeno., 2 X 10+
B 0,125% de polisilo~ .
0 d¢ metilo e hi 12
ro5eno. 342 X 10
Los polvas se extendieron electrostdticsmente con
una plstola Nordson sobre paneles de 4 4 6 pulgadas de
aluninio 8008, El peso de aplicacidn para los polvos —

era de 3,5 gramos.

Ambos revestimientos se sometieron a coccidn durap
te 10 mimmtos a 11002 P. Las propisdades de apariencia
de le capae codfda eran bastante aceptables,

Aparte de lo mfiterior, cuando polvos 0pacos cerd-
micos que contienen titenis se traten generalmente con
materiales silicdnicos no-poliméricos, el revestimien—
to cerdmico resultante es bajo en reflectancia, excesi
vamente-azulado y tiene uns estructura demasiado burby
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Jeante, con defectos superficialea ascclados. Estas
geficiencias se haden mis promunciadas cuando se in
crementa el porcentaje del material silicénice. Los
polvos cerémicos con revestimiemto de polisiloxano
de 1s presente invencidén son menos susceptibles a es
t0s defectos y en consecuencia, su utilizecidn dbsmi
nuys en slto grado los resultados indeseablss descrf
108,

Aunque anterlormente se describlerSn varias mate-
rializaciones de la pmeeento invencidn, se sobreenw
tiende que la invencidn se puede materializer en ale
gunas otras formas dentro del sloansa de las sighienw
tes relvindicaciones.

REIVINDICACIONES

A B A A S 2 A
PRIMERA,~ "POLVO REER4TEDO CERAMICO Y SU DISPOSIY
CION BEECTAROSTATICA, caracterigadc por
estar adaptado para depasi%arse electrostébicamente
sobrs un substrato, que comprende un polvo cerdmico
caracterizado por tener en su composicifn un ordano=
polisiloxanc que se cure & umg rorma sblida,
SEGUNDAy~ "POLVO BEVESTIDO CERAMICO Y 8U DISPCSICION .
ELECTROSTATIUA,8egfn 1a reivindicacifn an-
terior,caracterizada porgue en el organopolisiloxanc
antes de ser curado, se caracteriza por ser un liquin‘
8o de férmilas " ‘

| T
R! 5‘ “"'“'T’-O -'*“""9[ K'
R
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en la que B represeénta un sustituyenme monoves
lente que puede ser el mismo o difereﬁte_y B
leccionado entre hidrdgeno,alkilo o cicloalquilo
de hasta seils dtomos de carbono, alkenilo o ¢l
cloalkenilo de hasta sels &tomos de carbono,alko-
xilo de haste cuetro ftomos de carbono y arilo
o aralkilo de hasta 10 &tomos de carbono, By re-
pbesentad a R § hidroxilo y n es un nimero ente-
ro suficientemente bajo pars proporcionar un esta~
do 1fquido.
TERCERA,~ POLVO AEVESTIDO CERAMICO Y SU DISPOSIw
CIUN ELECTROSTATICA, segun las reivine
dicaciones anteriorss,caracterizado porque dicho
orgenosiloxano reacciona quimicamente con la St
perficie de dicho polvo ceramico,durants el curado.

CUARTAw= POLVO REVESTIDO CERAMICO Y BU DISPOSI-

CION ELECTROSTATICA,segin las relvindi-
caclones anteriores,carscterizadoademis porque
al menos una cuarta parte de diého redical R
monovalente del orgsmoiloxano es hldrdgeno y
el organosiloxano reacciona quimicamente con la
superficie del polvo cerdmico a través de los
enlaces de hidrdgeno del organopolisiloxano.
QUINTA.«~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU DISPOSICIUN
ELECTROSTATICA, segfic las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque al menos
la mitad de los substituyenies monovalentes R
del organopolisiloxano es hidrégeno ¥y el resto
es metilo.
SEXTA.~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU DISPOSI-
©°  CTON ELECTROSTATICA, segun las reivine
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dlcaclones gnteriores,caracterizado, ademas,
porque ol 854 del polvo pasa a través de un tamiz
gtandard US ds 200 mallas,
SEPTIMA.~ POLVO HREVESTIDO CERAMICO Y 3U DISPOSI-
CION ELECTROSTATICA, segin las relvin-
dicaciones anteriores, caracterizado, ademas,polw
que 8l organopolislloxenc es sproximadamenie del
0,024 al 2% en peso del polvo cerdmico revestido.
QCTAVA.~ POLVO HEVESTIDO CERAMICO Y SU DISPOSI-
CION ELECTROSTATICA, segin las reivinhe
dic&ciones'anteriores,caraoterizaao, afdemds, por-
quesl suovstrato es metdlico.
NOVENA.-~ POLYS TVEOTIIO CRAMMICO Y SU DISPOSI-
CION ELECTROSTATICA.seglin las reivine
dicaciones anberiores,caracterizado,ademds por—
que 3 ectd dentro del marzen de 5 & S0.
DECIMA,~ POLVO HEVESTIDO CERAMICO ¥ SU DISPOSIm
CION ELECTAOSTATICA,segin las reivin-
dicacionesx anteriores,caracterizado, ademds,
porque &l mencionado pollsiloxano se cure calon-
tando el polvo cerdmico revesvido.
YEDECIMA,~ POLVO ‘RE-'VEJ_STIDO CERANICO Y 25U DISPUSI-
CION ELECTROSTATICA, segfin las reivin-
dicaciones, anteriores,caracterizaﬁa,ademaéé PO
Queel citado polisoloxano ss gura calentando a
ma vemperatura dentro del margen sproximado de.
1254C a 3002C, durante un tiempo sproximado de
1 a 20 minutos.
DEZCI&!O‘S&’UNDgr POLVC REVESTIDO CERAMICO Y SU
DISPOSICION ELECI'ROSTATICA,segin
1as~r§iv1nq;cggiones anteriores, caracterizado,
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ademds, porque tenerwuna resistiupfsad de 2l
menos 1042 ohm—-cm, e€n un amblente que tenga
una humeded relativa de aproximadsmente un 88%.
DECIMOTERCERA.~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU
DISPOSICION ELECTROSTATICA,S6~
gin las reivindicaciones anteriores,caracteri-
zado, ademas, por revestir un polve cerfmico
con un organopolisiloxsno cureble 1fquido,curan—
do dicho organopolisiloxano pars ung forma s6-
1ida ¥y depositando’electrostéticamante el pol=-
Vo cerémico revestido sobre dicho substrato.
DECIMOCUARTA .~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU
DISPOSITION ELECTROSTATICA,s@=

gin las-relvindicaclones anteriores,caracteri-
zado, ademds porque dicho organopolisiloxano
tiene la fOrmula dada en la reivindicaclidén se-
gunda.
DECIMO QUINTA.~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU

' DISPOSICION ELECTROSTATICA,S6=
gin las relvindicaclones anteriores,caracteri-

zado, ademds, porque dicho substrato es meté-
1ic0. '

-DECINM0 SEXTA.- POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU

DISPOSICION ELECTROSTATICA,Se~
gin lag reivindicaciones anteriores,caracteri-
zado,ademids, porque n es un nimero entero compren-
dido dentro del margen de § & 30,
DESCIMO SEPTIMA.=- POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU

DISPOSICION ELECTROSTATICA,S€-

gin las reivindicaciones aﬁ%eriores,caracterizap
da, ademds, porque al menos una cuarta parts de
los mencionados substituYentes monovalentes R
es hidrdgenos '
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DECIMO OCTAVA.~ POLVO REVESTIDO CHERAMICO Y SU .
DISPOCICION ELECTACSTICA, 36—
glin las reivindicaciones antericres,carache—
rizado,ademés, porque al menos la mitad de los
mencionados substituyentes R es hidrdgeno con
y el curado del polisiloxanc se realiza & tra-
ves de sus enlaces de hidrogenc con el polvo
cefamico. .
DECIMO NOVENA.= POLVQ REVESTIDO CERAMICO Y SU
DISPCSICION ELECTROSTATICA,Se-
ghn las reivindicaciones enterioras,ceracteri-
zado, elsmmy, SOrPQUe al reace la nitsd de los
substituyenies mwonovalanves § es hidrdgeno y
el rasto metilo, y porque el paso de reaccidn
comprende la reaccién de los sustituyentes de
hidrdgeno eon grupos hidroxilo en el menciona-
do polvo cefamico.

VIGESTMA,= POLVO REVESTIDO CERAMICO Y SU DISw

POSICION ELECTROSTATICA,segin las
reivindicaciones anteriores.carscterizado,
ademfs, por realizar ¢l curado de dicho poli-
siloxano calentando el polve cerdmico reves-
tido a una temperstura dentro del margen de
1259C a 300%C aproximedamente,durante un tiempo
aprox. de 1 a 20 minutos.
VIGESIMO=PRIMERAL~POLVO REVESTIDO CERAMICO Y

SU DISPOSICION BLECTROST A
TICA,segun las reivindicacionss anteriores,ce-
racterizado,adems$; porgue el menclonado polvo
cerémico revestido contimne de un 0,027 al 2%
en~§esc‘de polisiloxano.
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940, - VIGR3IHO=-SECGUN DAL~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y
SU DISPOSICION ELECTAOST A=
TICA, segfn las relvindicaciones snteriores,
caracterizado,ademad, porque despuds do la de~
posicidn electrostética ¢l substrato se ealien-
045, ta para fundir el depdsito de polvo en un re-
vestimiento cerdmico nniforme.
VIGESINMO-TERCERA.~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y
_ SU DISPOSICION ELECTROSTA-
TICA,segfn las reivindicecionss anteriores,cer
950. racterizado,ademis, perque el mencilonado polvo
cerdmico revestido antes de la deposicidn elec-
trostética, tlene una resistividad de por lo
menos aprox. 1032 ohm-cm, en un medio ambiente
que tenga una humedad relativa de un 88%.
Y55 VIGESTMO-CUART A~ POLVO REVESTIDO CERAMICO Y
SU DISPOSICION ELECTAOSTATICA.
-Tal ¥ como st describe en la presente
memoria, que consta de ireinta y dos hojas folis=
das y mecanografiades por urne sola de sus caras
980. y plaenos para su mejor comprensién. |

Madrid, a 2x d¢ mayo de mil novacientos
setenta y cinco,.
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